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Baliga’s FOM
Baliga, B J, “Advanced Power MOSFET Concepts”

Note: Impact Ionization
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Ideal Specific On‐Resistance

Baliga, B J, “Advanced Power MOSFET Concepts”

WBG Materials

B Ozpineci, L M Tolbert, “Comparison of Wide‐Bandgap Semiconductors for Power Electronics Applications”
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MOSFET Cross Section

MOSFET On‐Resistance
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Resistance Contributions Vs. Voltage

V. Barkhordarian et al. “Power MOSFET Basics”

Resistance Contributions

A. Lidow er al. “The Semiconductor Roadmap for Power Management in the New Millennium


